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電流密度のシミュレーション
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電磁ノイズ
に有効

断⾯における電流密度の分布断⾯における電流密度の分布

CPタイプの半⽥界⾯の電流密度はUタイプの56%となる



Low-k膜をグルービングした際の断⾯図
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受入状態

レーザーグルービング

樹脂封止

半⽥ボール装着

ダイシング

Low-k膜の側面は樹脂で覆われており
高い信頼性を保持

膜



Low-k膜をグルービングした際の断⾯図
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樹脂封止によるLow-K膜の保護構造

CPタイプは脆弱なLow-k膜の側⾯を封止す
ることにより剥離を防止できます。

Low-k膜の側面を封止して
保護できます。

レーザーグルービングは可能です
がLow-k膜側面は露出します



信頼性試験の結果

高信頼性 WLP技術



ATTENTION

本資料には機密情報が含まれておりますので、事前にアオイ電子の書面による
承諾がない限り、本資料の内容を開示、複製、配布、またはそれに依拠した行為を
固く禁じます。
予めご了承くださいますようお願い申し上げます。


